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　TMR 素子は、強磁性金属膜 ( 自由層 ) ／絶縁膜／
強磁性金属膜 ( 固定層 ) の 3 層構造（図表）をし
ており、絶縁膜を挟む磁性膜の磁化方向が平行か
反平行かによって電気抵抗が大きく異なる現象を
利用した素子である。
　ビット線とワード線に流す電流により発生する
磁界で自由層の磁化を反転させて書き込みを行う
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